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目的と効果
スクリーン印刷技術は、太陽光発電パネル、

積層セラミックコンデンサー、タッチパネルな
ど、さまざまな電気電子素子の配線・電極の形
成に用いられています。印刷されるパターンは
技術の発展に伴って年々微細になってきてお
り、現在は量産検討開発品レベルで幅50 µm前
後と言われています。しかし、インクは流動性
があるため基本的に濡れ広がります。そのため、
これ以上の細線化がとても難しい状況です。こ
の発明は、この濡れ広がりをコントロールする
ことで、上記の線幅レベルよりずっと細かな幅
15 µm以下のパターン形成をも可能とするもの
です。

技術の概要
図 1（a）に直線状の銀パターン（設計値 50 

µm 幅）をスクリーン印刷で形成した場合、図
1（b）にスクリーンオフセット印刷で形成し
た場合の 3 次元像を示します。上記の通り、一

般的なスクリーン印刷ではインクの濡れ広がり
が制御できず、その結果、インクがダレてパター
ンが広がり、断面もかまぼこ状になってしまい
ます。一方、スクリーンオフセット印刷では、
直接基材に印刷せず、まず転写体にスクリーン
印刷し、その後転写体からインクを転写しま
す。この際、転写体とインクをうまく相互作用
させてインクの濡れ広がりを抑えることがポイ
ントです。これにより、図 1（b）のように高
い断面矩形性をもつパターンを転写形成するこ
とが可能となりました。濡れ広がり制御のため
の条件についてさらに最適化すれば、図 2 に示
すような幅 15 µm の細線形成も安定的に行う
ことができます。

発明者からのメッセージ
スクリーン印刷技術をベースに、高い断面矩

形性をもつ高品質な微細配線を得ることができ
るこの手法は、上記の既存デバイスへの適用は
もちろんのこと、半導体チップの再配線用途な
ど、多方面に利用できると考えています。また、
近年注目を集める印刷・フレキシブルデバイス
を生産する際の配線形成手法として、あるいは
そういったデバイスの実装用電極の形成法とし
て利用価値の高いものになるのではと考えてい
ます。この技術にご興味がありましたら、どう
ぞお気軽にお声かけ下さい。

適用分野：
●電気電子素子の配線・電

極（太 陽 光 発電 パネル、
タッチパネルなど）

図 2　スクリーンオフセット印刷で形成したライン/ ス
ペース（L/S）=15/15 µm の銀パターン。印刷基材は
PET フィルム。

図 1　（a）スクリーン印刷、および（b）スクリーンオ
フセット印刷で形成した設計線幅 50 µm の直線状銀
パターン。印刷基材は PET フィルム。

(a) スクリーン印刷

(b) スクリーンオフセット印刷
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